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酸化ガリウムパワーデバイスの基礎と開発動向、課題と展望

(国研)情報通信研究機構 未来ICT研究所 グリーンICTデバイス先端開発センター センター長 東脇 正高 氏

第１部
11:00～15:00
昼食休憩あり

プログラム

趣　旨 　酸化ガリウム (Ga2O3) は、次世代パワーデバイス用途の新半導体材料として期待されるに足る、優れた材料物性を有し
ます。また、原理的に大口径かつ高品質な単結晶基板を、融液成長法により安価かつ簡便に作製することができるという、
産業上の大きな魅力も合わせ持ちます。こういった特徴から、SiC, GaNに続く次世代パワーデバイス材料候補として現在
注目を集めております。
　本講演では、Ga2O3パワーデバイスの位置づけ・魅力、現在までのバルク・基板、エピタキシャル薄膜成長、デバイス（トラ
ンジスタ、ショットキーバリアダイオード）の研究開発状況、今後に向けた課題および展望などについて、講師グループおよ
び講師共同研究グループの開発成果を中心に解説いたします。

　１．はじめに
　２．Ga2O3バルク融液成長技術、ウェハー製造
　３．Ga2O3エピタキシャル薄膜成長技術
　４.　Ga2O3トランジスタ開発

　５.　Ga2O3ショットキーバリアダイオード (SBD) 開発
　６.　まとめ、今後の課題

　□ 質疑応答 □

講師

酸化ガリウムパワーデバイス製品開発の取り組みと展望

(株)FLOSFIA 営業部 部長 井川 拓人 氏

第２部 15:10～16:20

プログラム

趣　旨 　酸化ガリウム(Ga2O3)は、約5eVにも及ぶ広いバンドギャップを持つ半導体であり、超低損失パワーデバイスへの応用が
期待できる魅力的な新材料である。また、低コスト化への取り組みも進んでおり、次世代パワーデバイスの本命材料とも
見られつつある。
　本講演ではFLOSFIAと京都大学がこれまで行ってきた取り組みや最新のデバイスデータについて発表する。

　１．FLOSFIA会社概要
　２．α-Ga2O3について
　３．パワーデバイスとしてのこれまでの成果と課題
　４.　FLOSFIAのビジネスモデルと今後のマーケット

　５.　ミストドライ法紹介
　６.　まとめ

　□ 質疑応答 □

講師

P


